(19) DEUTSCHE DEMOKRATISCHE REPUBLIK PATENTS@HREF?
/ \\ y“lAusschiieésungspatent ISSN  0433-6451 (11) 2? 2 58@

: / 5 Erteilt gemaeR § 17 Absatz 1 Patentgesetz Int.Cl.3 3(51) G018 11/14
D o S5 : o HotJ 9/42
AMT FUER ERFINDUNGS- UMD PATENTWESEN In der vom Anmelder eingereichten Fassung veroeffentiaht
3 2 09.09.83 44) . 15.08.84
Bl 15ggs! 47 108 B BEE d B

(71 _.siehe 73) B
{720 GOTOU, MINED; YOSHIKAWA, RYOICH!; TOJO, TORU; WADA, HIROTSUGU, Jp
(73} TOKYOSHIBAURA DENKI KABUSHIKI KAISHA, HORIKAWA-CHO, SAIWAI-KU, KAWASAKISH1, JP

{84)  VERFAHREN ZUM MESSEN DER TATSAECHLICHEN STELLUNG EINES ZIELKOERPERS

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Messen der Position eines Siliziumpléttchens {18)
als ein zu bestrahiendes Werkst(ick. Das Verfahren wird geeigneterweise in sinem
Elektronenstrahibelichtungssystem singesetzt. Ein Piattchen (18) hat eine Vielzahl von Chip-
Ausrichtungsmarken (48}, die eine Vielzah! von Chip-Feldbereichen (A) entsprechend
kennzeichnen, die in einem linearen Pléttchenzerteilungsbereich (B) eingeschlossen sind. Wenn
das Halblsiterplatichen (18) in siner Halterung (28) eingesetzt und im Bestrahlungssystem
befestigt ist, dann werden die Kantenabschnitte des Platichens (16) mit dem Elektronenstrahi
teilweise abgetastet, um die Stellung des Plattchens (16) grob zu messen. In Ubereinst%mmung
mit diesen Plattchenpositionsdaten wird ein Plattchenflachenabschnitt, der fiir den Nachweis nur
der Ausrichtungsmarken erforderlich ist, innerhaib des linearen Zerteilungsbereiches (B) definiert.
Bei dem Markennachweis mit Hilfe des Elektronenstrahles bestrahit dieser ausschlieftich den
begrenzten Plattchenflichenbereich der Plattchenflache, wodurch eine sehr genaue Messung der
Ptatichenstellung mdéglich ist und sine unerwiinschte Bestrahlung des
_Stromkreisbildungsbereiches verhindert wird. Figur 2
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Anwendungsgebiet der Erfindung

Diez vorliegence Erfindung betrifft im allgemeinen ein ZielkSrper-
stellungsmeBverfahren fir den Nachwels der Stellung eines Ziel-
kOrpers durzh Blektronensirshlabtastung fiir dis genane Ausrich-
nes elektronischen optischen Systems suf einen ZielkSr
per wie heleplelsmeise auf ein Halbleiterpldttchen in einem
Elektronsnstranlbelichtungssystem zur Ferstellung eines ultra-
feinen Leitungsmusters in der Grobenordnung von'Submikrometern
auf dem ZielkOrper durch Elektronenstrshlsn,
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4Zur Aasrichiung eines elektronischen optischen Systems aaf ein
g oder esinen ZielkSrper, der auf sinem Werk-

iner aerxommllchen Elektronen ah’belvch*ungq-

gordnet igt, wird eine nusrwbhtungu- odsr

marke auf dem PliEttchen mit einem Elektronen-

m

ilfe der Markennachweisdaten gemessen., Wenn ein Stellangsfeh-
igchen dem ontlschen System des Elektronen°+rahlbelich—

-

wird gonchl die Stellung des Slllﬁlumplattcheqq als auch die
tellung des. tlektronenstranls entcprecnend den ulliziumn79tt—

VOorgenommen wird; Bei der herkSmmlichen Ausrichtungemethode je-
doch neigt dsr Elektronenstrshl bei der 3Bes trahlung des Sili-

tochens und dem Abtasten seiner Oberfliche zum Nechwels
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éer Augsrichtungsmarks dazu, die Stromkreisgbildungsfliche oder
Chipfliche (auch als Chipfeldfliche bezeichnet) zun hestrshlen
und des Stromkreismugter suf der Chipfliche zu beschidigen., Wenn
das Siliziumpl&ttchen mechanisch suf den Werkstilcl ktizch mittels
elner Spannvorrichtung oder Halterung sufgebracht wird, dann ist
die mechanische Ausrichtungs genanigkeit verhéliniemiBig gering.

T ol u o
vergrifert werden, demit diege Marke mit dem Elektronensirahl
ohne

hne weiteres innerhelb siner gurzen Zelt nachgevwiesen werden
kann. Bine vergrdBerte Ausrichiungsmarke jedoch reicht nshe an

é hipfeldfléche suf dem Siliziumpldttchen heran. Wenr ein Flek-

tronenstrahl ein Pléttchen bestrshli, des fir die Flektronen-
nlabtastung grov auggesrichtet ist, go daB 4t

richtungsmarke nachgewies

grdfere Ans-

o

en werden kenn, kommt es gewdhnlich de-

zu, ¢aB dis Stromkreisbildungsfléiche in unerwiinschter Teige be-
treklt and dadarch der Seb

haltkreis zerstdrt wmird.
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Anﬁendung ceg obi
mechanische Préziqion der PlEttchen
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nicht schnell unéd wirksam gufgefunden werden., Wit Hil-
he bEfann+en mechanischen Ausrichtungsmecheanismen

£

iy
amooom
jn
tn
@ ot
H
'T
|._4

(o9

® t+- O
O
oy
n

ehr schwierig, eine HuBerst genaue Ausrﬁc“tun der Sili-
umpl‘ttchen za erreichen, Wenn eine derartig hohe Ge
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richtung erreicht werden goll, desnn i €
gehr kompllzlerte Prédzisionsmechenismen mglich, dis einen ho-
nen Kostensufwand ergeben.



Es ist somit eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Ziel-
k8rperstellungsmeBverfahren zu schaffen, das in geelgneter Telige
suf ein Blektronensirshlhelichiungssystem angewendet werden kann,
80 daB Beschidigungen eines Chipstromkreismusters euf einem Si-~
liziomplittchen, die durch die Bestrshlung miftels eines Ladunga-
trégsre rahles fir den Stellungsnachweis eines Werkstilckes wie

ines Siliziumpldttchens als Zielkdrper unnd fir
die Ermittlung einer PlEttchenstellung mit hoher Genauigkeit
verursacht wird, verhindert werden, =
tung von Siliziumplittchen als Zielkd
des Ladungstrigerstrahl-RBelichtungss

daB eine génaue Ansriche

» .

me mOglich ist.

5
ed O

C
rper und optischem System
te

Darlegung des Wesens cder Erfindung:

3]

rfindungsgensl wird eins grobe Mesgsung einer Werkstiickstellnng

fAy]

ls-vorléufige Primdrmessung zum Nachuels eins» Kente cines ¥erk-

iickes durchgefihrt ond anschlieBend wird sls Sekun

m

cine Ansrichiungsmerke mittels eines Ladungsirig zh
veispislsweise ecines Elekironenstranlss abgetastet.

e ,
mit einer zestreckten Orientierungskante versehen, Tie Fsznte

e
gestreckten Orientierungskante abgetastet

(

2]

ressung vorgenommen wird., In diesem Fall
schen den IntensitiZten der Elekitronsnstr

e

anlsignale =i

i
liegenden und eines geneigt-'oée schiefliegencden Halblelter-

d

€ n
plattchens fiir die Messung herangezogen werden. Aindererceitfs

kann der Strom eines Elektronenstrahlesz, der duarch die Fente
[y Py

h
£1lieft, herangezogen werden. Die Intensitit bzw. ¢
ken der Elektronenstirahlen wercen an mehreren Punkten gn der
eliung auf der
X-Achse des Ealbleit erplittchens gemessen. Mindsstens e
an einer gebogenen Kente, bei der es sich nicht um éie O
tierungskante handeln darf, wird nachgewiesen, so del fie ¥-
- Achsenlage des Halbleiterplédttchens bestimmt werden ksnn., Dis

Kan*e fiir den Nachwels der Drehstellung und der St

=
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wird c¢le Ausrichtungsmarke mit einsm Elektronenstrenl in einem
Abstand von 40 /o abgetastet, wodurch eln raflektiertes FElsk-
tronenstrehlsignal ermittelt wird. Anhsnd dieses reflekiierten
Signals i a

8 #lrdé elne Ausrichitungsmarke fiir den Nachuei
cht ang*ma*k—ncteWIan ermittelt. Das Markensigneal

LTIL

ri

einen A/D-Wandler umgewandelt und von einem Rechnsr od
chen enalysiert, so daB die Stellung der larke mit hohe
i; t nechgewlesen werden kann, Selbst, wenn deshald die Marke
zwlschen den PlEttchenzerteilungslinien angebracht wurde, kann
disse mit Cem Elektronenstrshl ohne welterss sbgetastet und
leicht nachgewiesen werden.

darch die nbtastung einer Warke zuf einem ¥erksetiick zuf sinem
Werksslicktisch mittels eines Ladungstrigerstrashles, das die
folgenden Schritte umfalt: Abtesstung einer XKente fess Ferkstiickes
mit einem Ladungstrigsrsirshl zur SBestimmung dex Grobestellung
¢es Ferkstiickes; und Abtastung der suf dem Werksiiick enfgebrach-
ten Jarke snhend der Grobsitellungsdaten fiir den Vachweis der
Stellung der susrichtungsmarke,

Ausflhrungsheispiel:

Die vorliegende Erfindung ist anhand cder zngzhSrigen Zeichnungen
em degten versidnclich. In den Zeichnungen zeigen:

Figur 1 ein 3lockschaltbild des Aufbaus eines Elektronensiranl-
belichtangssystems, auf das des srfindungsgemifes Terfahren vor-
zugzswelse angswendet wird;

Figur 2 eine Draufsicht auf eine Halbleiterplitichenhalterung,
die zu dem Elektronenstrashlbelichtunzssystem gemdl Pigur 1 ge=
hbrt, fir die Aufnshme eines monokristell inen SiliziumplEttchens



els ZielkOrper, so daf des Halbleiterplittchen auf einem I-Y-

Triger ansgerichtet und gehelisn wird;
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Figur 3 einen Schnit
der Linie ITI-III;
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Figur 4A und 4B eine Schnitfdersitellung des Halbleiterpliétichens
and ein Diagremm mit sinsr Wel 0

pet

Zlsktronenstrshls fir dis Begtranlu ng des “alolnLtcrol°++cheﬁa
xr

@ einesg hochempfindlichen

reflektiert wird; und

Figur 5 ein Verfahrensschama mit den Schritten fiir die Messung
einer Werkstlcksisllung in einem Zlektronenstrshlhelichtungs-
system.

Figur 1 ist die schematische Derstsllung eines Elekironensirahl-
belichtungssystems, auf das ein erfindungsgemifes Teffahrea ange-
nendet E r 10 is% ‘ s

Abtastadlenk
nechfolgend beschrisben wnird, gesteuert werden, Doz Falbleiter—
ttchen 10 wird 2a]l

£teckt und auf elnem Tisch oder einem X-Y-Triger pogltioniert,
der in dem GehHuse 12 in sinsr Ebene senkrecht zur Strahlongs-
richtang des Elektronenstrshles bewsgbar igt. Die augenblickliche

tels sines Laser @e'eatcrs 30 mit
Zin AusgengsmeBsignal 3% vom Lassrdetek
traleinheit (ZE) 34 eingespeisi,
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Fegtklrperfiihler ent-
h&lt. Das Elektronennechweizelement 36 weist

¢lement 36 auf, das zum Beispisl einen

den :eflekti°rten

=

zlektronenstrahl 14' nach und liefert ein Nachwelssignal 38 iiper
lgnelverstirker 40 zu einem Anslog/Digital-Wandler 42.

n S
A/D-Wandler 42 wandelt ein wnalogeﬂ S;gnal in ein digitales

=

nd durch den Versiérker 40 verstirkt wird. EFin Digitalspeicher
44 12t an die Ausgangsklemme des A/D-Wandlers 42 fiir den Empfeng
uné die Spelcnerung des dlg’ta7en Nechweissignales angeschlosg-
-sen. |
Die im Speicher 44 gespesicherten Daten werden in die Zentral-
t 34 wmeitergeleitet. Die Zsntraleinheit 34 steuert die
Abtastablenkplatten 24, wisz hierin nachfolgend zu
b

mn
y
SJ.
H

ben wird, damit der Elcktronenstrapl 14 vom Ele‘tronener-
a

T inkligen Chip-
Tlichen 4 erstrecken sich iiver den griften Teil fer Fliche deg
Hdelbleiterplitichens 16. inf den Chipflichen 4 werden identi-
sche Gro@tintegraetions-Chipmuster gebildet, Chip-Ausrichtunzs-
merken 48 werden innerhalb siner Pléttchenfliche B (ragterihn-
lich durch 1 nen ~untertsilte

Eche) suBerhalb der Chipflé&chen 4 ge

tungsmarken 48 geben die Chiofléchen 4 en. Jede der Chip-ins-

c
V= fo_&1~en Aoccqnltt and Desitzt im wesentlichen dis Porm sinec
L an dsr Xreuzung von zwei linearen Plittchenz
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Die Halterung 28 fir die Aufnahme eines SilizinmplEttchens 16 be-
sitzt eine Hauptéffnung 51, c1e kleiner ist els dss darauf zn

lagernde S“_llemplé tchen, and eine Vielzehl von beispielsweise
vier {ffnungen 5Ca, 5Cb, 50¢ und 504, ﬂla auf denm Um&qap oder im

3E

Kantenbereich des Silizimmplittchens 16 1 iegen, Die uf¢n1ncen 50a
und 50b befinden sich im Bereich der gestreckten Orientierungs-
kante 16a des Plitichens 16, wenn das Plittchen 16 in der Halte-
rang befestigt ist, wie in Figur 2 gezeigt wird. Die Offnungen
50¢ und 5048 werd

en im bogenfdrmigen Bereich der Xente des Pliti-
chens 16 eingeard
.

&
sitel, so caB eine Gerade zwischen den (ffnungen
50¢ uné 50d parallel zu einer Gersden liegt, die die Offnungen
50a und 50b verbindet, Figar 3 ist eine Schnittdarstellung fer

~

1
‘Halterung 28 lings der Gerasden, die die Cffnungen 50c und 5038 ver-
bindet. Wie sus Figur

u @
m

3 hervorgeht, sind die bogenfSrmigen XKenten-
tochens 16 lber die Uffnungen 50¢ und 504 der An-
Genatmosphére ansgssetzt. Wenn dss Plittchen 16 in der Zelterung

véreiche deg PLlE:

28 von oben hetrachtet wird, kGnnen ﬁie_durch dle durchgezogenen
Linien anég ¢ c
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ie
zwel Abschnitte dsr zeraden, der sogenannten ge=trethen Crien-
Slerungskants €
darch die

we
ch die O‘fﬂdn 50 ¢le Kentenshech
te bestrahlt uné shtesiet, kann die Grooqtellung ces FlEttcher
ich mit den Fantenstellungsdaten
Stellen auf dem Pis ton n ermittelt werden,

)
{h
]
oA

4

N
[4)3
-

Ein Verfahren fiir die Frmittlung der Stellung eines Halbleiter-
pl'ttcnen~ im Elektronsnsirsh belichtungssystem, dessen Aufban
i )

ird nachfolgend anhand eines erfindungs=~

Das Siliziumpléttchen 16, das Werkstick, wird durch die Halte-
rung 28 an einer vorbestimmten Stelle des I-Y-Trigers 26 befe-

stigt. In dissem Fall wnird der X-T-Triger 26 durch den Triger-
antrieb 4% in

-

C

©zug aul sine Bahn des Zlektronensirshles 14 in

€iner vorbestimnten Stelluhg eingestellt. Die elektromzgneti-
~echen Objekiive 18 und 22 und die Ablenkplatten 20 und 22 wer-



=

den durch die Zentrsleinheit 34 gesteuert, so deB der Elekironen-

em Elektronenerzesuger 10 emittiert wird

Z° <

-

d ¢
Kantenabschnitte des HalbleiterpliZttchens 16 bestrahli., Der Elek-
estran

tronenstrahl 14 bestrahlt und testet die vier Xentenmsbachniiis

durch Cffnungen oder FPenster 5Ca, 50bv, 50¢ und 504, die in der

Halterung 28 gemiB Figur 2 elngearseitet wurden, ab. Der Tlek~
nenstrahl 14 tastet die geradkantigen Abschnitte der gestireck-
kents 162 des Plittchens 16 durch dle Halterdff-

ten Crientierungs
n

ungen 50a und 50b in der I~-Richtung (4. h. in einer Richiung,
die im wesentlichen senkrecht auf der gestreckten Orientierungs-
cente 16a ctent) zwischen diesen Offnungen ab. Der Elekironen-
strahl 14 tastet die bogenflrmigen Fantengbechnitte des PLlELE-
chens 16 durch die Uffnungen 50¢ und 504 in Cer Y-Richtung zwi-
schen diecen (ffnungen sb., Der Energiepegel und die Wellenform
des durch den FlEttchenkantenabschnitt reflekiierten Tlektronen-
strahleg Zndsrn sich wie in cden Figuren 44 und 4B gezeigt, 2b-
rupt. Wenn der Elektronenstrahl 14 die fir die Bildung dee Chip-
musters bestimmts FliEche 52 (EristsllfliEchne) 52 vestrshli, die je-
meils durch sins Plitichenkante 16b des PlEttchens begrenzt sind,
mie in Filgur 44 gezeigt wird, dann haben die reflektierten Elek-
tronenstrehlen 14!, die von discen beiden Flichen susgehen, un-
terschicdliche Fnergiepegel 56 uné 58. Fine inderung deg Fnergie-
psgels von Pegel 58 guf Pegel 56 bewirkt sine sbrupie rampenfdr-
mige Zunenme, wie in‘Figur 43 gezeigt nird. DemgemdB kenn dle
Stellung einer P1lE2ttchenkante durch dils Bestimmung des Znergle-
pegels und der Wellenform des reflektierfen Elektronsnsirahls
ermittelt werden, Die Fantenstellung des Helbleiterplittchens

16 kann darch einen Vergleich mit den Tsten iber den reflekiler-
ten Strehl, die durch teilweisges Abtasten der Hesuptkantenbereiche

ag PlEéttchens 14 in der oben beschrisbenen Weise we

c\.f'}—'

Uy
o
I
o’

mn

wenn dzs Pléttchen 16 mit der vorgegebenen Form nur unge-
nau suf dem X-7-Triger pocitioniert wird (ein Stellungsfehler wird
z. B. auf mehrere Millimeter vergriBert), geben die Stellungsia-
ten die horizontsle und veritikale Lage an und es kann die Winkel-
stellung cdes Pldttchens im X—Y-koorCLnatenhystem ermittelt #wer-

den., Die Stellungsdaten werden in die Zentraleinheit 34 iiber den
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Verstédrker 40 und den A/D-Wandler 42 und den Cigitalepeicher 44
eingespeist.

™o n- ‘
-

is Zentraisinheit 34 versrbeitet éie Positionsdaten und
dle augenblickliche Lage des Helbleiterplitichens 16 auf dem

L-Y-Tréger 26, Dieser Nachweis der augenblicklichen Stellung des
Halbleiterpldttchens entspricht einer ersten Stufe oder einem er-

sten MeBachritt des ers findungsgemiBen Plattchenstellungemelver-
fehrens,

:D
H

ittelt

Ee wirddie Kantenstellung des Plitichens 16 der vorbsstimmten
Form in bezug auf die Stellingen der Chip-Ausrichiungsmerken 48
auf dem Plittchen 16 bestimmt. Mit Hilfe cer Pl&ttchenstellungs-
daten tritt die Zentraleinheit 34 in A lon, um eine begrenzie
kleine Fldche (die der linearen Pléttchenzerteilungsfléche B ent-
spricht) des Plittchens 16 zum Abftasten der Chip-dnsrichiungsmar-
ken 48 mit Hilfe des Zlekironensirahls 14 zu bestrahle
den l1n°aren PlE%tchenz c
e

c
Flattchenstellungsangeben, die mit dem er e i i
telt wurden, begrenzt, so daB verhindert wird, daB der ibtasthe-
reich den Stromkreisbe eich oder die Chip-Feldflichen
Plattchens 16 {iberlappt., Der Elektronenstrenl 14 wied
‘strehlt des Plittchen 16 so, daB der aurt treffsnde Leuchtfl

dle begrenzte ZFlekirone enstrehlbelichtungsfliche (d e
nesre Pldttchenzerteilnr ungsfliZche B mit einer Breite von 80
flr den Nachweis der An srichtungsmarken 48 nic“t'fberschraitet.
Alls Cﬂlp—ausrichtungsmarken 48, c¢ie sich in dem schmelen n lineg-
ren PlEttchenzerteilungsbereich B befincden, k¥nnen mit grofler
Genauigkeit nachgewiesen werden (d. h. nit einem Fehler von etne
0,01 /um). Wenn mehrere Marken 48 nachgewiesen werden, wird die
Stellung des Plittchens 16 genau gemessen. Die Stellung ceg
L-Y-Trigers 26 bezlehungsweise die an den Ablenkrlet ten 24 an-

,llegende Ablenkspennung kenn in Lberelnstlmmlnz mit der Plittchen-
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stellung gemessen werden, wodurch eine sehr genane dusrichtung
zwlschen dem optischen System und dem PlEttchen 16 erreicht wird.

Der ausfiihrliche Betriedb der Plittchenstellungsberechnung durch
die Zentraleinheit 34 gemdB dem qtelluﬁg:meRverfanzen der vorlie-
gencden ﬁrflndung nird nunmehr unter Bezuznahme auf Figur 5 be-
gchrieben.

Des auf dem I-Y-Triger 26 mittels der Halterung 28 positionierte
Silizinmpl&ttchen 16 kann mit einem bekannten Pléttchenvorein-

‘steller innerhaldb eines Bereiches von 5 x 10_4 Red einer Dreh-

winkeleinstellung unterworfen werden. Der Elekironensirahl be-
strehlt dann die Pléttchenkentenbereiche durch die Offnungen SOa,
50b, 50c und 504, die in die Halterung 28 eingear*ei*et gind,

Wenn die Stslllngsmeﬁmévte an den PlEttchenkantenasbechni tren, die
den Fffnunzen,soa, 50b, 50c¢ und 504 entsprechen, gegeben cLLd
durch g0 Iy T, und Tgr kann die primdre zentrsle Position (Iw,
Y#) des SlllZlepLattCQQDQ bel der Grobstellungsmsssunzg wie folgt
angesgeben werden:

In = (za_+gz$)-/2v+ x? N “ |
CYmo= (3, + oyl - -
nobel Xy =

betand der geqtrecktsn Orientierungskanis 16a vom
ZentramxdesvSfli fumplittchens

Die Kentenstellung des Pldttchens 16 einer vorbestimmten Form

in bezug =suf die Stellungen'der'Chip-Aasrichtungémarken 48, die
daranf gebildet werden, wird, wie zuvor beschrieben, bestimmt,
Wenn die zentrale Stellang (Im, ¥a) bestimmt wird, kenn der Tlek-
tronenstrahlbereich anf dem PlHEttchen 16 fiir den Nachwels der
Chip~Ausrichtungsmarken 48 iIn bezug auf dis zentrale Ste ellung
(Xw, Yw) abgeérenzt werden, Wenn die Z-Xomponenten der Absti
21 und £2 zwischen der zentralen Stellung dee Siliziumpliat+-
chens und siner anderen Marke gegebsn sind durch Xypq tnd Tyo
and die Y-Komponenten: derselben gegeben sind durch Y1 and T
denn sind die Koordinaten M1 und M2, die den Komponenten der bhai-

den Marksn entsprechen, definiert sls (Im + Xyqs IR + FMQ} nad



(Xw + Xy YW 4+ yyz)
" die als Zentrum wie

- M

In diesem Fall wird eine quadratische Fliche,
oben beschrieben einen der Punkte M1 oder M2

und eine vorbestimmte GrdBe hat (die Seiftenlidnge betrigt z. B.

80 /am), berechnst,
Oberflichenbereich,

Disse quadretische Fliche 1st der kleine

der fiir die Abtsstung der Marken mit dem

- Elektronenstrahl genutzt wird. Wenn die Markenstellungen, die

wirklich durch Abtesten mit dem Blektronenstrahl gemessen werden,

gegeben

gind durch M1°

(9" 3yq') mma M2 = (x> ")

denn werden die Winkelstellung © and eine sekundsre (korrigier-

St

te) zentrale

8 = tan"
" e /
Ta' o= (xyq! ¢
o= {VM?’ -
+ (' +

Wenn die berschnets

richfungsmarke innerhalb des linearen Zerteilunzsbereiches
die fiir dié-eane¢nen’uthflachen A gebildet sind, gegsben

;

durch (x NG

D

2
B
e

:
oL

]

G o

geben iat dax (x

x

s -

cL

7

[

i

Die gllung ¢

2linng (Zw',

) und die wirklich gemessene Yerkenstel

@i’ Ymi
den z~Komponenten und zwischen den y-Fomponenten wie

Imi

Ya') wie folgt dergestellts

gt - mpn )/ ot - ")

~
B

p' /2 - Xm1°°q9

e

716089 + Xm1SLnQ)

T1°08€ - XM1¢°SG)}‘/2

Stellung zur'Angabe.éef'Stellung der Aus-
3,
ist
lung ge-
), denn sind die Differenzen zwischen

folgt

s
“mil

.

eg Plattchens 16 ode* die Ablenkspannung an

den Ablenkplatten 24 wird so weit korrigiert, daB die oben ange-—-

gebenen Diffe

renzen Null sind, wodurch eine gang prizise Aus-

rich¥ung zwischen dem optischen System und dem Siliziumpl&ttchen

16 mdglich ist.

Bei dem Pléttchenys
Rentensbschnithie mit
Grobstellung des Pl

stiommt., Ter

tellﬁngsmeeverfahren.werden anfinglich die

dem Elektronenstrahl sbgetastet und die
ttchens 16 auf dem X-Y-Tréger 26 nird be-

v s o as
geglng o

lZchenbereich (der sich auf die linsare

Pl&attchenzers felluongsfldche B beschrinkt) fiir den Nachweis der
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<

mung mit der ersten Messung hestimmb. Als niHchetes bestrahlt der
Elektronenstrehl 14 die lineare Plettchenzerteilungsfliche B
¢inschlieBlich der Chipfeldfldche A guf dem Plittchen 16 in el
Weige, daB die Chipfeldflichen A mit dem Lenchtfleck des FElekiro-
nenstrahles nicht abgetastet werden. Die Erfinder stellten Test,
dab jede der kleinen Chip-Ausrichtungsmarken 48 mit hoher Genau-
igkeit nachgewiesen werden kann (tatsichlich kann die Plittchen-
+

2

Chip—AusrLchtlnvsmarkcn auf dem Plitichen 16 wird in Ubereinstim-

ellang mit einsm Fehler in einem Bersich von nicht erdfer als

2=

+ 20 /um 9emessen werden). Zu diesem Vorteil kommt hinzu, daB der

Elektronenstrshl den kleinen Flichenbereich vlchtlg bestrahlt

- U9
wobel er die Stromkreisflichen wis die Vhlpfeldberelche ausspart.
Deriiber ninaus miissen zur Erzielanz der oben angefiihrten Effekte

keine zusdtzlichen Bauslemente elngssetzt werden (obwohl die Ufrf-
nungen 50 in die Halterung 28 eanuarbeiten sind). iuf diege Weige

J
hen =ls dag zn helichtsnds ?b*Vs*”nm innarhalh des

VA ............‘.....—\...—v

e e t
i ierende Diode und sin lichtempfan
ment wie beiQpieISWeise einvFototraaaiqtor n

fa
i
e
(@]
g
<t
m
H
{0
H
3
W
]
e
E.
’_l
.-l
3
(0]
4]
H
)]
[
N
®
"'.4
(D
.
s
3
I3
09
¢}
o}
1
[0}
P
By
o
o
|

dem PlEt+4-
chen in Form eines sshr feinen Musters wirkssm und genau nachge-
i

Obwohl die vorliegende Erfindung in bezng auf ein ganz bestimm-
tes Ausfilhrungsbeispiel dargestellt und beschrieben wurde, wer-
den den Pachleuten auf dieqemvGebiat'verschiedene mdgliche iﬁde-
rungen and Modifikationen offenber, die die brf1ndung batreffen.,
Zam Belcnlel mufl die Anzahl dexr Wenctev oder Gf?nunven, die in
die Kassette oder den Halter eingearbeitet werden, nicht auf vier

beschrénkt bleiben, sondern kann nach Notwendigkeit modifiziert
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werden. Die Halterung kann jede beliebige Form haben, vorsasge—
setzt, die Kantenabschnitte kOnnen mit dem Elektronenstrshl abge-
tastet werden. Die Form und die Zehl der auf Jdem PlEttchen anf-
gebraechten Markierungen kann erforderlichenfalls such gedndert
werden., Wenn der Grobstellungsnschwels durch den Kentennachwels
geschehen kann,; konu die vorliegende Erfindung anf eine Meske
angewendet werden.
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Erfindungsenspruch

1. Verfahren zur Messung der tatsdchlichen Stellung ei
kOrperg wie beiapisl sweige eines Helbleiterplétitchens Piir den
Fell, daB der ZielkOrper mit einenm op+1<cbvn Ladungetrige
¢ines TEitungqmusterbi*denden Gerdtes fir die Herstellung
winschten feinen Stromxre musters auf dem ZielkIrper unte
dung eines Ladungsirig h

snstrahles susgerichiet wird, gekennzelichnet dadurch, daf

R

grg
+

I3

rehles wmie beispielsweise eines Eleltro-
é

Verfahren die folgenden Schritte umfafit: teilweises Abtasten ei-
er Xante eines ZislkSrpers mit dem Ladungstrigersirahl und die
crmittlung von primiren Zielkdrperpositionsdaten fiir den Fall

‘:S

hj

der Zielkdrper mit seinen Chip-Ausrichtungsm
gsmusterbildenen System positicniert wird, w
a

E
g
pote
£
o
@
Ef
-
M
ol
!

&7

ot
S‘:‘%

o}
Auér‘ch angsmarken ln ginem stromkreisfreien Rere
(=
d

g i

€iner Vislzshl von Chipfeldflichen aufgsbracht werden, die'eiﬂe"
Vielzahl von Chipfeldflichen enteprechen und dis feinen Strom-
kreismuster anf einsr Vielzazhl von Chipfe b

cen; Abgrenzung eines Oberflichensbschnities des mit dem Ladungs-
brﬂzerstrahl zu bestrehlenden ZielkOrpsre, wobel Z

Chip-4 srichtangsmarken des ZielkOrpers gem#Zl Jden primiren Zisl-
kOrperpositionsdaten umfaBt; Ansstrshlen des Ladungsirigersirsh-
leg anf den Zielkdrper, so daB der Ladungstiréigerstrshl ausschliel-
lich euf eine Fliche strahlt, die dem sbgegrenzien ZislkOrper-
flEchenabschnitt entsprichi; d Abtasten des ZielkOrper-Flichen-
abschnittes mit dem Ladungst retrahl zum Yechweis der Chip-
Ausrichtungsemarken: und .

Ermittlung von sekundiren ZielkSrper-Positionsdaten, die gensi- .

er sind als die primEren Zielkdrper-Posiiionsdaten in {berein-
stimmung mit den nachgewiesenen Markendaten, wodnrch schlicf-

3

lich die tatsZchliche Stellung des ZlelgorperS-in bezag suf des
elektronische optische System gemsasen wird. '

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzeichnet dadurch, dad der pri-
mére Positionsdetenermittlungsschritt den Sechvitt der teilweisen

Aunsgtrehlung des Elektronenstrahles auf elnen geraden Kantenbe-—
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i es Plitichens durch eine Vielzahl von Offnungen in einem
flechen Plattensbschnitt eines HalbleLterplattenhalteteLTeu, das
¢zs Helbleiterpldttchen so bedeckt, deB sich der flache Platten-
gbechnitt an einer Stelle des Umfange des Plittchens zum Zentrum
'ssselben srstreckt, wobel ein PlEttchenhalteteil zum Festhelten
cheng vorgssehen ist, des eine im wesentlichen schei-
he Form und den geraden Kantenabschnitt hat und suf ei-
nem Werkgstie ktisch.angeordnet igt, wodurch der gerade Kantensb-
it dem Elektronenstrshl abgetastet wird.
fahren nach Punkt 2, gekennzeichnet dadurch, daB der pri-
sitionsdatenermittlungsschritt den Schritt éer Abgtrah-
ines Elektronensirehles aufvzumindest elne nicht auf dem
bschnitt des Pléttchen='liegenden Stel
igen ibschnitts durch zumindest eine &ffnun

Q
[e4]
iy
oM 0
N
4]
- Fn S
:,»
44}
=}
o+
8]
i
s

4, VYerfshren nach Funkt 1 7 3, gekennzeichnes dadarch, ded

der Schritt zuxr Begrenzuﬁg des StranlbeTGQCQang Zchengbschnitts
den Schritt der Berechnung des begrenzten ZislkZrverflichensh-
schnitites umfeBt, der die Chip-Aunsrichitungemerken umfa28%, die

im linsgren Zerteilangscerelch eingeschlossen gind, dsr auf dem

lZchen entsprechend

]
®
e
m
E
]
m
1=
e}
n
(

dchensbgchnitt Gevor bewmalhrt
eich sbzuweichen,

-ach Punkt 4, gekennzeichnet dsdurech, def die pri-

rperpositionsdaten Kantenpositionsdaten des P1Et:-

-

ot
YO W
. O
H‘ ru |
ot

en, die in ﬁbe“e1n°t1mmung mit den reflektiecr-
rahlen, die durch den gersden Kantenshschnitt
ichens und den bogenfUrmigen Kantensbechnitt desselben
t werden, ermittelt werden.

<
0
o g oix
1)
<t Q:‘
o+
B0 o
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6. Verfahren nach Punkt 5, geksnnzeichnet dadurch, deB der ahge-
g g

grenzte Zlelkdrperflichensbschnitt snsschlieBlich anf der RBasis

siner bestimmten Positionsbeziehun

g zwuischen den Kantenpcogitions-
daten und den Chip-Ansrichinngsmarken in ﬁbereinstimmu”g mi%
¢inem vorgegebenen Algorithmus unter Heranzishung der Kentenpo-

o
giltionsdaten els Eingangsdaten berechnst wniwrd.

Hierzu 3 Blatt Zeichnungen
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Werkstlick auf dem X=Y-Tr: ggﬂ nhar
Verwendung der Halterung posifio-
nieren

Ausrichtung des Flektronsnst rahles
auf die Kantenabschnltte des Ferk-
stiickes zur ilessung der Steliung der
Kante desselben

"l}

Vorlaufige Bestimmung desr zenir

ala:
alen
Steliuvng des Werkatiickes gema% der

nachgewiesenen Kanbtenstellung

Abgrenzung kleiner Flicherbhereichs
des Werk:tuczes, auf die der Zlek-
tronenstrahl £iir den Nachwsis de
Chip-éusriﬂhtungsmar <en auszurichia;
ist

Ausrichten des Elektronenstrzhlse auf
den kleinen Flichenbereich fiir den
Nachweis der Stellung der Chipe
Ausrichtungsmarke

Zweite Bestlmmunc der zeﬂtralen =
lung des evzstuckes und des Fosd
tionsfehlers

Rorrektur der Positionsbeziceh
zwischen dem Werkstilck und don
Flektronenstranlsysten
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